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はじめに 

近年多くの研究が行われている MOVPE によ
る III-V族化合物半導体ナノワイヤの成長方法の
一つに、自身の III族元素を触媒とすることで金
属触媒やマスクパターンを用いることなくナノ
ワイヤを成長することが出来る自己触媒 VLS 成
長機構がある。我々はこれを用いて InP(111)B

基板上に InP ナノワイヤを成長し成長条件の変
化による制御性の追究、またデバイス化へ向けて
の研究を行っている。この報告ではナノワイヤ成
長シーケンス中の成長前基板加熱温度の温度依
存性について述べる。 

 

実験 

 自己触媒 VLS成長機構では成長前に基板加熱
を行うことで基板表面が再構築され、原料供給に
よりナノワイヤを成長するための触媒が形成さ
れる。この成長前基板加熱温度を変化させること
によって成長するナノワイヤにどのような影響
が起こるか考察した。始めに温度を 450-550℃ま
で上昇させナノワイヤ成長前基板加熱を 5min

行った後、成長温度を 380℃まで降温させ、ドロ
ップレット成長を 5min、ナノワイヤ成長を
30min行った。 

 

結果 

 図 1は 380℃(加熱無し)、450℃、500℃、550℃
でそれぞれ成長前基板加熱を行い、ナノワイヤを
成長させた時の SEM画像である。成長前基板加
熱温度を変化させることによって成長するナノ
ワイヤの数とサイズが大きく変化した。加熱無し
では密度 106/cm2、高さ 3.5um、ワイヤ直径
200nm と低密度で大きいナノワイヤが成長した
のに対し、550℃加熱では密度 109/cm2、高さ
300nm、ワイヤ直径 40nm と高密度で小さいナ
ノワイヤが成長した。成長前基板加熱温度を変化
させることにより、InP基板の表面状態が変化し、
In ドロップレットが形成される数が変化したた
めと考えられる。成長前基板加熱温度が 50℃上
がるごとに密度は約 10倍になり、密度に対して
高さと直径は指数関数的に変化していることが
分かった(図 2)。またバラつきとして標準偏差/

平均値を算出して求めると図 3 のようになり、
108/cm2 オーダーの密度を持つ成長では 5%に抑
えることが出来た。 
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(a) 380℃(加熱無し)         (b) 450℃ 

 

        (c) 500℃                  (d) 550℃ 

図 1 SEM画像 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 ワイヤ径、高さの密度依存性 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 バラつきの密度依存性 
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